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(57)【要約】
【課題】発光領域の外部での発光による影響が低減され
た発光素子、表示装置、および電子機器を提供する。
【解決手段】平面上に設けられた発光領域と、前記発光
領域よりも大きく、前記発光領域を内部に含む平面領域
に形成された透明電極と、前記透明電極の下に設けられ
、前記発光領域の内部の平面領域に形成された反射体と
、前記透明電極の上に設けられ、前記発光領域の外部ま
で延伸して形成された有機発光層と、前記有機発光層の
上に設けられ、前記発光領域の外部まで延伸して形成さ
れた対向電極と、を備える、発光素子。
【選択図】図１Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　平面上に設けられた発光領域と、
　前記発光領域よりも大きく、前記発光領域を内部に含む平面領域に形成された透明電極
と、
　前記透明電極の下に設けられ、前記発光領域の内部の平面領域に形成された反射体と、
　前記透明電極の上に設けられ、前記発光領域の外部まで延伸して形成された有機発光層
と、
　前記有機発光層の上に設けられ、前記発光領域の外部まで延伸して形成された対向電極
と、
を備える、発光素子。
【請求項２】
　前記透明電極は、絶縁層の上に平坦形状で設けられる、請求項１に記載の発光素子。
【請求項３】
　前記反射体は、前記絶縁層に埋め込まれて設けられる、請求項２に記載の発光素子。
【請求項４】
　前記透明電極の周囲には、絶縁材料で形成された領域定義膜が設けられ、前記領域定義
膜には、前記発光領域に対応する領域に開口が設けられる、請求項１に記載の発光素子。
【請求項５】
　前記領域定義膜は、前記透明電極の一部上に重なるように設けられる、請求項４に記載
の発光素子。
【請求項６】
　前記有機発光層、および前記対向電極は、前記領域定義膜の上に延伸して設けられる、
請求項４に記載の発光素子。
【請求項７】
　前記領域定義膜の開口端は、前記反射体が設けられた平面領域の外部に設けられる、請
求項４に記載の発光素子。
【請求項８】
　前記反射体は、金属材料にて形成される、請求項１に記載の発光素子。
【請求項９】
　前記透明電極は、透明導電性酸化物にて形成される、請求項１に記載の発光素子。
【請求項１０】
　平面上に互いに離隔して設けられた複数の発光領域と、前記発光領域の各々よりも大き
く、前記発光領域の各々を内部に含む平面領域に形成された透明電極と、前記透明電極の
下に設けられ、前記発光領域の各々の内部の平面領域に形成された反射体と、前記透明電
極の上に設けられ、隣接する前記発光領域まで延伸して形成された有機発光層と、前記有
機発光層の上に設けられ、隣接する前記発光領域まで延伸して形成された対向電極と、を
備え、前記平面上にアレイ状に配列された複数の発光素子と、
　前記複数の発光素子の発光を制御する制御部と、
を備える、表示装置。
【請求項１１】
　平面上に互いに離隔して設けられた複数の発光領域と、前記発光領域の各々よりも大き
く、前記発光領域の各々を内部に含む平面領域に形成された透明電極と、前記透明電極の
下に設けられ、前記発光領域の各々の内部の平面領域に形成された反射体と、前記透明電
極の上に設けられ、隣接する前記発光領域まで延伸して形成された有機発光層と、前記有
機発光層の上に設けられ、隣接する前記発光領域まで延伸して形成された対向電極と、を
備え、前記平面上にアレイ状に配列された複数の発光素子と、
　前記複数の発光素子の発光を制御する制御部と、
を備える、電子機器。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本開示は、発光素子、表示装置、および電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、有機エレクトロルミネッセンス素子（いわゆる、有機ＥＬ素子）を発光素子とし
て用いる表示装置が普及しつつある。有機ＥＬ素子は、低電圧の直流駆動によって発光す
る自発光型の発光素子であり、例えば、陽極および陰極の間に、発光層等を含む有機層を
積層することで構成される。
【０００３】
　例えば、下記の特許文献１には、第１の基板の上に、第１の電極層、発光層、および第
２の電極層の積層構造を含むエレクトロルミネッセンス素子（ＥＬ素子ともいう）を設け
、第１の基板と対向配置された第２の基板によって、該ＥＬ素子を封止する表示装置が開
示されている。また、特許文献１に開示された表示装置では、ＥＬ素子の表示領域を規定
するために、ＥＬ素子の周囲には、ＥＬ素子の下部電極の平面領域よりも小さい開口領域
を有する開口規定絶縁膜が設けられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１４－４４７９３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に開示された表示装置では、開口規定絶縁膜の膜厚および形
状等によっては、開口規定絶縁膜等にて規定される表示領域の外部で意図しない発光が生
じてしまうことがあった。このような場合、表示領域の外部で生じた発光が混在すること
によって、発光素子から出射される光の色度点がずれてしまう。
【０００６】
　そこで、本開示では、発光領域の外部で生じた発光による色度点への影響を低減するこ
とが可能な、新規かつ改良された発光素子、表示装置、および電子機器を提案する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本開示によれば、平面上に設けられた発光領域と、前記発光領域よりも大きく、前記発
光領域を内部に含む平面領域に形成された透明電極と、前記透明電極の下に設けられ、前
記発光領域の内部の平面領域に形成された反射体と、前記透明電極の上に設けられ、前記
発光領域の外部まで延伸して形成された有機発光層と、前記有機発光層の上に設けられ、
前記発光領域の外部まで延伸して形成された対向電極と、を備える、発光素子が提供され
る。
【０００８】
　また、本開示によれば、平面上に互いに離隔して設けられた複数の発光領域と、前記発
光領域の各々よりも大きく、前記発光領域の各々を内部に含む平面領域に形成された透明
電極と、前記透明電極の下に設けられ、前記発光領域の各々の内部の平面領域に形成され
た反射体と、前記透明電極の上に設けられ、隣接する前記発光領域まで延伸して形成され
た有機発光層と、前記有機発光層の上に設けられ、隣接する前記発光領域まで延伸して形
成された対向電極と、を備え、前記平面上にアレイ状に配列された複数の発光素子と、前
記複数の発光素子の発光を制御する制御部と、を備える、表示装置が提供される。
【０００９】
　また、本開示によれば、平面上に互いに離隔して設けられた複数の発光領域と、前記発
光領域の各々よりも大きく、前記発光領域の各々を内部に含む平面領域に形成された透明
電極と、前記透明電極の下に設けられ、前記発光領域の各々の内部の平面領域に形成され
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た反射体と、前記透明電極の上に設けられ、隣接する前記発光領域まで延伸して形成され
た有機発光層と、前記有機発光層の上に設けられ、隣接する前記発光領域まで延伸して形
成された対向電極と、を備え、前記平面上にアレイ状に配列された複数の発光素子と、前
記複数の発光素子の発光を制御する制御部と、を備える、電子機器が提供される。
【００１０】
　本開示によれば、発光領域の外部領域で生じた発光が対向電極側に反射されないように
することで、発光領域の外部領域における光取出し効率を抑制することができる。
【発明の効果】
【００１１】
　以上説明したように本開示によれば、発光領域の外部での発光による影響を低減するこ
とが可能である。
【００１２】
　なお、上記の効果は必ずしも限定的なものではなく、上記の効果とともに、または上記
の効果に代えて、本明細書に示されたいずれかの効果、または本明細書から把握され得る
他の効果が奏されてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１Ａ】本開示の一実施形態に係る発光素子の積層構造を模式的に示す断面図である。
【図１Ｂ】図１Ａで反射体、透明電極、および領域定義膜の各々が形成される平面領域の
関係を説明する平面図である。
【図２Ａ】同実施形態に係る発光素子から出射された光線の挙動を説明する断面図である
。
【図２Ｂ】比較例に係る発光素子から出射された光線の挙動を説明する断面図である。
【図３】第１の変形例に係る発光素子の積層構造を模式的に示す断面図である。
【図４】第２の変形例に係る発光素子の積層構造を模式的に示す断面図である。
【図５】第３の変形例に係る発光素子の積層構造を模式的に示す断面図である。
【図６Ａ】第１の製造方法の一工程を説明する模式的な断面図である。
【図６Ｂ】第１の製造方法の一工程を説明する模式的な断面図である。
【図６Ｃ】第１の製造方法の一工程を説明する模式的な断面図である。
【図６Ｄ】第１の製造方法の一工程を説明する模式的な断面図である。
【図６Ｅ】第１の製造方法の一工程を説明する模式的な断面図である。
【図７Ａ】第２の製造方法の一工程を説明する模式的な断面図である。
【図７Ｂ】第２の製造方法の一工程を説明する模式的な断面図である。
【図７Ｃ】第２の製造方法の一工程を説明する模式的な断面図である。
【図７Ｄ】第２の製造方法の一工程を説明する模式的な断面図である。
【図８】同実施形態に係る発光素子が適用され得る表示装置または電子機器の一例を示す
外観図である。
【図９】同実施形態に係る発光素子が適用され得る表示装置または電子機器の他の例を示
す外観図である。
【図１０】同実施形態に係る発光素子が適用され得る表示装置または電子機器の他の例を
示す外観図である。
【図１１】同実施形態に係る発光素子が適用され得る表示装置または電子機器の他の例を
示す外観図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下に添付図面を参照しながら、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００１５】
　なお、説明は以下の順序で行うものとする。
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　１．発光素子の構成
　２．発光素子の変形例
　　２．１．第１の変形例
　　２．２．第２の変形例
　　２．３．第３の変形例
　３．発光素子の製造方法
　　３．１．第１の製造方法
　　３．２．第２の製造方法
　４．発光素子の適用例
【００１６】
　＜１．発光素子の構成＞
　まず、図１Ａおよび図１Ｂを参照して、本開示の一実施形態に係る発光素子の構成につ
いて説明する。図１Ａは、本開示の一実施形態に係る発光素子の積層構造を模式的に示す
断面図であり、図１Ｂは、図１Ａで反射体、透明電極、および領域定義膜の各々が形成さ
れる平面領域の関係を説明する平面図である。なお、本明細書では、発光素子における各
層の積層方向を上下方向と表現し、透明電極１０１が設けられる側を下方向と表現し、対
向電極１０２が設けられる側を上方向と表現する。
【００１７】
　図１Ａおよび図１Ｂに示すように、本実施形態に係る発光素子１００は、絶縁層１０４
と、絶縁層１０４に埋め込まれた反射体１０３と、絶縁層１０４の上に設けられた透明電
極１０１と、透明電極１０１の周囲に設けられた領域定義膜１０６と、透明電極１０１お
よび領域定義膜１０６の上に設けられた有機発光層１０５と、有機発光層１０５の上に設
けられた対向電極１０２と、を備える。
【００１８】
　絶縁層１０４は、発光素子１００と電気的に接続する各種素子および配線等（図示せず
）を内部に備え、かつ発光素子１００を支持する。具体的には、絶縁層１０４は、単結晶
、多結晶またはアモルファスのシリコン（Ｓｉ）基板などの半導体基板（図示せず）の上
に設けられた多層配線層であってもよい。また、絶縁層１０４の内部には、発光素子１０
０の駆動を制御する制御回路（図示せず）、該制御回路の端子を発光素子１００の透明電
極１０１と電気的に接続する配線（図示せず）等が設けられてもよい。
【００１９】
　絶縁層１０４は、例えば、酸化シリコン（ＳｉＯｘ）系材料（例えば、ＳｉＯ２、ＢＰ
ＳＧ、ＰＳＧ、ＢＳＧ、ＡｓＳＧ、ＰｂＳＧ、ＳｉＯＮ、ＳＯＧ、低融点ガラス、又はガ
ラスペースト等）、窒化シリコン（ＳｉＮｘ）系材料、酸窒化シリコン（ＳｉＯＮ）系材
料、または絶縁性樹脂（例えば、ポリイミド樹脂、ノボラック系樹脂、アクリル系樹脂、
ポリベンゾオキサゾール等）を単独で、または複数種を組み合わせることで形成すること
ができる。なお、絶縁層１０４は、絶縁性を有していれば、上述した材料以外の公知の材
料で形成することも可能である。
【００２０】
　領域定義膜１０６は、絶縁性材料を用いて、透明電極１０１の上に一部重なるように透
明電極１０１の周囲に形成されることで、発光領域ＳＥを規定する。具体的には、図１Ｂ
に示すように、領域定義膜１０６は、透明電極１０１の一部を露出させる開口を有するよ
うに、絶縁層１０４および透明電極１０１の上に設けられ、該開口が発光領域ＳＥとなる
。発光素子１００では、領域定義膜１０６に設けられた開口を介して、透明電極１０１と
、対向電極１０２との間の有機発光層１０５に電界が印加されることで、有機発光層１０
５が発光する。すなわち、領域定義膜１０６は、有機発光層１０５が発光する発光領域Ｓ

Ｅを規定することができる。
【００２１】
　例えば、複数の発光素子１００が基板にアレイ状に配列される場合、領域定義膜１０６
は、発光素子１００の各々の発光領域ＳＥを規定することで、発光素子１００の各々に対
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応する画素領域を規定することができる。したがって、このような場合、領域定義膜１０
６は、画素定義膜として機能する。
【００２２】
　また、領域定義膜１０６は、透明電極１０１の上に一部重なるように設けられるため、
透明電極１０１の側面を覆うことができる。このような場合、領域定義膜１０６は、透明
電極１０１の側面と、隣接する発光素子１００の透明電極１０１との間の電気的な絶縁性
を向上させることができるため、隣接する発光素子１００の間でのリーク電流の発生を抑
制することができる。
【００２３】
　領域定義膜１０６は、例えば、酸化シリコン（ＳｉＯｘ）系材料（例えば、ＳｉＯ２、
ＢＰＳＧ、ＰＳＧ、ＢＳＧ、ＡｓＳＧ、ＰｂＳＧ、ＳｉＯＮ、ＳＯＧ、低融点ガラス、又
はガラスペースト等）、窒化シリコン（ＳｉＮｘ）系材料、酸窒化シリコン（ＳｉＯＮ）
系材料、または絶縁性樹脂（例えば、ポリイミド樹脂、ノボラック系樹脂、アクリル系樹
脂、ポリベンゾオキサゾール等）を単独で、または複数種を組み合わせることで形成する
ことができる。領域定義膜１０６は、絶縁性を有していれば、上述した材料以外の公知の
材料で形成することも可能であり、絶縁層１０４と同じ材料で形成されてもよく、絶縁層
１０４と異なる材料で形成されてもよい。
【００２４】
　反射体１０３は、絶縁層１０４に埋め込まれるように設けられ、有機発光層１０５から
出射された光を反射する。具体的には、図１Ａに示すように、反射体１０３は、絶縁層１
０４に埋め込まれるように透明電極１０１の下に設けられる。反射体１０３は、有機発光
層１０５から出射された光のうち、透明電極１０１を透過して反射体１０３に入射する光
を反射することによって、発光素子１００の対向電極１０２側からの光取出し効率を向上
させることができる。
【００２５】
　また、図１Ｂに示すように、反射体１０３は、発光素子１００の積層方向から見た際に
、発光領域ＳＥの内部の平面領域ＳＲに形成される。具体的には、反射体１０３は、絶縁
層１０４の面内において、領域定義膜１０６により規定される発光領域ＳＥと同じ、また
はより小さい平面面積にて、発光領域ＳＥの内部の領域に設けられる。
【００２６】
　これによれば、仮に、発光領域ＳＥの外部で意図しない発光が生じ、有機発光層１０５
から光が出射された場合でも、発光領域ＳＥの外部の領域では反射体１０３が設けられな
いため、光が反射されない。したがって、このような反射体１０３によれば、発光領域Ｓ

Ｅの外部領域での発光による影響を低減することができる。
【００２７】
　反射体１０３は、光を反射することができれば、いかなる材質または構造で形成されて
もよいが、例えば、アルミニウム（Ａｌ）、アルミニウムネオジム合金（ＡｌＮｄ）、ま
たはアルミニウムマグネシウム合金（例えば、三井金属社製ＡＣＸ）などの金属材料で形
成されてもよい。また、反射体１０３は、透明電極１０１の屈折率よりも屈折率が低い誘
電体材料で形成されてもよい。このような場合、反射体１０３は、屈折率差によって透明
電極１０１から反射体１０３に入射する光の一部を全反射することができる。さらに、反
射体１０３は、誘電体多層膜からなるダイクロイックミラー、または微小凹凸構造からな
る回折格子などの反射構造体として形成されることで、入射する光を反射してもよい。
【００２８】
　透明電極１０１は、発光素子１００のアノードとして機能し、光透過性が高い透明電極
として絶縁層１０４の上に平坦に形成される。具体的には、透明電極１０１は、仕事関数
が高い材料にて、ヘイズメータ等で測定した全光線透過率が７０％以上となるように形成
されてもよい。これによれば、透明電極１０１は、有機発光層１０５から出射される光を
閉じ込めずに透過させることができるため、発光素子１００からの光取出し効率を向上さ
せることができる。
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【００２９】
　また、図１Ｂに示すように、透明電極１０１は、発光素子１００の積層方向から見た際
に、発光領域ＳＥよりも大きく、かつ発光領域ＳＥを内部に含む平面領域ＳＡに形成され
る。これによれば、透明電極１０１は、発光領域ＳＥを規定する領域定義膜１０６との位
置合わせを容易に行うことができる。
【００３０】
　透明電極１０１は、例えば、酸化インジウム亜鉛（ＩＺＯ）、酸化インジウムスズ（Ｉ
ＴＯ）、酸化スズ（ＳｎＯ２）、または酸化亜鉛（ＺｎＯ）などの透明導電性酸化物にて
形成されてもよい。また、透明電極１０１は、仕事関数が高い金属または合金にて、光透
過性を有する程度に薄い（例えば、２０ｎｍ以下）金属膜として形成されてもよい。
【００３１】
　なお、透明電極１０１には、絶縁層１０４の内部の図示しない配線が接続されることで
、電力が供給される。また、反射体１０３が金属材料で形成される場合、透明電極１０１
は、反射体１０３と電気的に導通することになる。そのため、絶縁層１０４の内部の図示
しない配線は、反射体１０３と接続することで、透明電極１０１に電力を供給してもよい
。
【００３２】
　有機発光層１０５は、発光材料を含み、発光領域ＳＥの外部まで延伸して透明電極１０
１の上に設けられる。有機発光層１０５は、透明電極１０１および対向電極１０２の間で
電界が印加されることで発光する。例えば、有機発光層１０５は、複数の機能層を積層し
た多層構造にて形成されてもよく、透明電極１０１側から順に、正孔注入層、正孔輸送層
、発光層、電子輸送層、および電子注入層を積層した多層構造で形成されてもよい。また
、有機発光層１０５は、複数の発光層を電荷発生層または中間電極を介して接続した、い
わゆるタンデム型構造で形成されてもよい。
【００３３】
　正孔注入層は、正孔注入材料を含み、透明電極１０１からの正孔の注入効率を高める層
である。正孔注入材料は、公知の材料を使用することが可能である。例えば、正孔注入材
料は、トリフェニルアミン含有ポリエーテルケトン（ＴＰＡＰＥＫ）、４－イソプロピル
－４’－メチルジフェニルヨードニウムテトラキス（ペンタフルオロフェニル）ボラート
（ＰＰＢＩ）、Ｎ，Ｎ’－ジフェニル－Ｎ，Ｎ’－ビス－［４－（フェニル－ｍ－トリル
－アミノ）－フェニル］－ビフェニル－４，４’－ジアミン（ＤＮＴＰＤ）、銅フタロシ
アニン、４，４’，４”－トリス（３－メチルフェニルフェニルアミノ）トリフェニルア
ミン（ｍ－ＭＴＤＡＴＡ）、Ｎ，Ｎ’－ジ（１－ナフチル）－Ｎ，Ｎ’－ジフェニルベン
ジジン（ＮＰＢ）、４，４’，４”－トリス（ジフェニルアミノ）トリフェニルアミン（
ＴＤＡＴＡ）、４，４’，４”－トリス（Ｎ，Ｎ－２－ナフチルフェニルアミノ）トリフ
ェニルアミン（２－ＴＮＡＴＡ）等を使用することができる。
【００３４】
　正孔輸送層は、正孔輸送材料を含み、透明電極１０１からの正孔の輸送効率を高める層
である。正孔輸送材料は、公知の材料を使用することができる。例えば、正孔輸送材料は
、ベンジン、スチリルアミン、トリフェニルアミン、ポルフィリン、トリフェニレン、ア
ザトリフェニレン、テトラシアノキノジメタン、トリアゾール、イミダゾール、オキサジ
アゾール、ポリアリールアルカン、フェニレンジアミン、アリールアミン、オキザゾール
、アントラセン、フルオレノン、ヒドラゾンもしくはスチルベン、またはこれらの誘導体
などを使用することができる。より具体的には、正孔輸送材料は、α－ナフチルフェニル
フェニレンジアミン（α－ＮＰＤ）、ポルフィリン、金属テトラフェニルポルフィリン、
金属ナフタロシアニン、ヘキサシアノアザトリフェニレン（ＨＡＴ）、７，７，８，８－
テトラシアノキノジメタン（ＴＣＮＱ）、７，７，８，８－テトラシアノ－２，３，５，
６－テトラフルオロキノジメタン（Ｆ４－ＴＣＮＱ）、テトラシアノ４，４，４－トリス
（３－メチルフェニルフェニルアミノ）トリフェニルアミン、Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テト
ラキス（ｐ－トリル）ｐ－フェニレンジアミン、Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラフェニル－
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４，４’－ジアミノビフェニル、Ｎ－フェニルカルバゾール、または４－ジ－ｐ－トリル
アミノスチルベン等を使用することができる。
【００３５】
　発光層は、電気エネルギーを光エネルギーに変換する層であり、ホスト材料として正孔
輸送材料、電子輸送材料、または両電荷輸送材料の少なくとも１つ以上を含み、ドーパン
ト材料として蛍光性またはりん光性の有機発光材料を含む。
【００３６】
　ホスト材料は、公知の電荷輸送材料を使用することができる。例えば、ホスト材料は、
スチリル誘導体、アントラセン誘導体、ナフタセン誘導体、カルバゾール誘導体、芳香族
アミン誘導体、フェナントロリン誘導体、トリアゾール誘導体、キノリノラト系金属錯体
、およびフェナントロリン誘導体等を使用することができる。
【００３７】
　ドーパント材料は、公知の蛍光材料およびりん光材料を使用することができる。例えば
、蛍光材料は、スチリルベンゼン系色素、オキサゾール系色素、ペリレン系色素、クマリ
ン系色素およびアクリジン系色素などの色素材料、アントラセン誘導体、ナフタセン誘導
体、ペンタセン誘導体およびクリセン誘導体等の多芳香族炭化水素系材料、ピロメテン骨
格材料、キナクリドン系誘導体、シアノメチレンピラン系誘導体、ベンゾチアゾール系誘
導体、ベンゾイミダゾール系誘導体、または金属キレート化オキシノイド化合物等を使用
することができる。例えば、りん光材料は、ルテニウム（Ｒｕ）、ロジウム（Ｒｈ）、パ
ラジウム（Ｐｄ）、銀（Ａｇ）、レニウム（Ｒｅ）、オスミウム（Ｏｓ）、イリジウム（
Ｉｒ）、白金（Ｐｔ）、および金（Ａｕ）からなる群より選択された少なくとも一つの金
属を含む有機金属錯体を使用することができる。より具体的には、りん光材料は、Ｉｒ等
の貴金属元素を中心金属として有するＩｒ（ｐｐｙ）３等の錯体類、Ｉｒ（ｂｔ）２・ａ
ｃａｃ３等の錯体類、ＰｔＯＥｔ３等の錯体類を使用することができる。
【００３８】
　また、発光層は、白色光ではなく、表示装置の画素を構成する各色に対応した光を発し
てもよい。例えば、赤色の光を発する赤色発光層は、４，４－ビス（２，２－ジフェニル
ビニン）ビフェニル（ＤＰＶＢｉ）に２，６－ビス［（４’－メトキシジフェニルアミノ
）スチリル］－１，５－ジシアノナフタレン（ＢＳＮ）を３０質量％混合することで形成
することができる。また、緑色の光を発する緑色発光層は、ＤＰＶＢｉにクマリン６を５
質量％混合することで形成することができる。さらに、青色の光を発する青色発光層は、
ＤＰＶＢｉに４，４’－ビス［２－｛４－(Ｎ，Ｎ－ジフェニルアミノ)フェニル｝ビニル
］ビフェニル（ＤＰＡＶＢｉ）を２．５質量％混合することで形成することができる。
【００３９】
　電子輸送層は、電子輸送材料を含み、対向電極１０２からの電子の注入効率を高める層
である。
【００４０】
　電子輸送材料は、公知の材料を使用することができる。例えば、電子輸送材料は、トリ
ス（８－キノリノラト）アルミニウム（Ａｌｑ３）、または含窒素芳香環を有する化合物
等を使用することができる。より具体的には、電子輸送材料は、上述したトリス（８－キ
ノリノラト）アルミニウム（Ａｌｑ３）、２，９－ジメチルー４，７－ジフェニル－１，
１０－フェナントロリン（ＢＣＰ）、またはバソフェナントロリン（Ｂｐｈｅｎ）を使用
することができる。なお、電子輸送層は、複数層にて構成されてもよい。電子輸送層が複
数層で形成される場合、電子輸送層は、アルカリ金属元素またはアルカリ土類金属元素が
ドープされた層をさらに含んでもよい。
【００４１】
　電子注入層は、対向電極１０２からの電子の注入効率を高める層である。電子注入層は
、公知の電子注入材料を使用することができる。例えば、電子注入材料は、フッ化リチウ
ム（ＬｉＦ）、塩化ナトリウム（ＮａＣｌ）、フッ化セシウム（ＣｓＦ）、酸化リチウム
（Ｌｉ２Ｏ）、または酸化バリウム（ＢａＯ）等を使用することができる。



(9) JP WO2018/173465 A1 2018.9.27

10

20

30

40

50

【００４２】
　対向電極１０２は、発光素子１００のカソードとして機能し、発光領域ＳＥの外部まで
延伸して有機発光層１０５の上に設けられる。また、対向電極１０２は、仕事関数が低い
材料にて、光透過性が高い透明電極として形成される。これにより、対向電極１０２は、
有機発光層１０５から出射された光、および有機発光層１０５から出射されたのち反射体
１０３で反射された光を透過させることで、発光素子１００からの光取出し効率を向上さ
せることができる。対向電極１０２は、例えば、ヘイズメータ等で測定した全光線透過率
が７０％以上となるように形成されてもよい。
【００４３】
　対向電極１０２は、例えば、アルミニウム（Ａｌ）、銀（Ａｇ）、マグネシウム（Ｍｇ
）、カルシウム（Ｃａ）、ナトリウム（Ｎａ）、ストロンチウム（Ｓｒ）、アルカリ金属
と銀との合金、アルカリ土類金属と銀との合金、マグネシウムとカルシウムとの合金、ま
たはアルミニウムとリチウムとの合金などの仕事関数が低い金属または合金などで、光透
過性を有する程度に薄い（例えば、２０ｎｍ以下）金属膜として形成されてもよい。また
、対向電極１０２は、酸化インジウム亜鉛（ＩＺＯ）、酸化インジウムスズ（ＩＴＯ）、
酸化スズ（ＳｎＯ２）、または酸化亜鉛（ＺｎＯ）などの透明導電性酸化物にて形成され
てもよく、上述した仕事関数が低い金属または合金からなる層と、透明導電性酸化物から
なる層との積層電極として形成されてもよい。
【００４４】
　なお、複数の発光素子１００がアレイ状に配列された基板は、対向電極１０２の上に、
さらに保護層、平坦化膜、カラーフィルタ、対向基板等が設けられることによって、表示
装置として機能する。表示装置では、複数の発光素子１００の各々の発光をそれぞれ制御
することで画像を表示することができる。このような表示装置は、発光素子１００から出
射された光を対向電極１０２（すなわち、対向基板）側から取り出す、いわゆる上面発光
型の表示装置として機能する。
【００４５】
　ここで、図２Ａおよび図２Ｂを参照して、本実施形態に係る発光素子１００の作用効果
について説明する。図２Ａは、本実施形態に係る発光素子１００から出射された光線の挙
動を説明する断面図であり、図２Ｂは、比較例に係る発光素子２００から出射された光線
の挙動を説明する断面図である。なお、図２Ａおよび図２Ｂでは、「Ｗｉｎｄｏｗ」で示
す領域（以下、Ｗｉｎｄｏｗ領域とする）が発光領域ＳＥに相当する。
【００４６】
　まず、図２Ｂに示すように、比較例に係る発光素子２００では、反射体２０３は、透明
電極１０１と略同一の大きさにて形成される。これは、反射体２０３および透明電極１０
１を積層した後、同時にエッチング加工することで、反射体２０３および透明電極１０１
を容易にパターニングすることができるためである。また、反射体２０３、および透明電
極１０１の大きさが異なることによって、反射体２０３、および透明電極１０１の積層構
造に段差が生じることを防止するためである。
【００４７】
　ただし、発光素子２００では、Ｗｉｎｄｏｗ領域の外部の「ｅｄｇｅ」で示す領域（以
下、ｅｄｇｅ領域とする）にも透明電極１０１が形成されているため、電界集中などによ
って、ｅｄｇｅ領域でも有機発光層１０５が発光してしまう可能性があった。ｅｄｇｅ領
域で発光された光のうち絶縁層１０４に入射した光は、反射体２０３の端部２０３Ａで反
射されてしまうため、発光素子２００では、ｅｄｇｅ領域での発光も、Ｗｉｎｄｏｗ領域
での発光と同様に視認可能となってしまい、発光素子２００の色度点に影響を与えていた
。なお、電界集中は、有機発光層１０５が屈曲している箇所で生じやすい。そのため、段
差を生じやすい反射体２０３および透明電極１０１の端部では、電界集中が生じやすく、
有機発光層１０５からの意図しない発光も生じやすかった。
【００４８】
　一方、図２Ａに示すように、本実施形態に係る発光素子１００では、反射体１０３は、
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透明電極１０１よりも小さく形成され、かつ領域定義膜１０６の開口よりも小さく形成さ
れる。
【００４９】
　したがって、発光素子１００では、ｅｄｇｅ領域に反射体１０３が設けられないため、
電界集中などによって、ｅｄｇｅ領域で有機発光層１０５が発光した場合でも、ｅｄｇｅ
領域で発光された光は、反射体１０３によって反射されず、絶縁層１０４側に直進するこ
とになる。これによれば、発光素子１００は、反射体１０３が形成される領域を制御する
ことで、Ｗｉｎｄｏｗ領域での光取出し効率を向上させつつ、ｅｄｇｅ領域での光取出し
を抑制することができる。したがって、発光素子１００では、発光領域ＳＥの外部での意
図しない発光による影響を低減することが可能である。
【００５０】
　また、発光素子１００では、反射体１０３は、絶縁層１０４の内部に埋め込まれて形成
される。このような場合、発光素子１００では、絶縁層１０４の上に透明電極１０１を平
坦に形成することができるため、反射体１０３および透明電極１０１の大きさが互いに異
なる場合でも、生じる段差を少なくすることができる。これによれば、発光素子１００は
、有機発光層１０５の屈曲の頻度および大きさを低減することができるため、電界集中に
よる発光領域ＳＥの外部領域での意図しない発光をより抑制することができる。
【００５１】
　以上にて説明したように、本実施形態に係る発光素子１００は、領域定義膜１０６にて
規定される発光領域ＳＥの外部で生じた発光の取り出し効率を抑制することで、意図しな
い領域での発光による影響を低減することができる。
【００５２】
　＜２．発光素子の変形例＞
　続いて、図３～図５を参照して、本実施形態に係る発光素子の変形例について説明する
。本実施形態に係る発光素子１００は、例えば、以下のような第１～第３の変形例のよう
な構成とすることも可能である。
【００５３】
　（２．１．第１の変形例）
　まず、図３を参照して、第１の変形例に係る発光素子１１０の構成について説明する。
図３は、第１の変形例に係る発光素子１１０の積層構造を模式的に示す断面図である。
【００５４】
　図３に示すように、第１の変形例に係る発光素子１１０は、絶縁層１１４と、絶縁層１
１４に埋め込まれた反射体１１３と、絶縁層１１４の上に設けられた透明電極１１１と、
透明電極１１１および絶縁層１１４の上に設けられた有機発光層１１５と、有機発光層１
１５の上に設けられた対向電極１１２と、を備える。
【００５５】
　すなわち、第１の変形例に係る発光素子１１０は、図１Ａで示す発光素子１００に対し
て、領域定義膜１０６が設けられない点が異なる。発光素子１１０では、図１Ａで示す発
光素子１００に対して、有機発光層１１５をより平坦に形成することができるため、電界
集中による異常発光の発生を抑制することができる。なお、図３で示す各構成の材料は、
図１Ａの同名の各構成の材料と実質的に同様であるため、ここでの説明は省略する。
【００５６】
　発光素子１１０において、透明電極１１１は、反射体１１３が形成される平面領域より
も大きい平面領域に形成される。なお、発光領域ＳＥを規定する境界は、例えば、透明電
極１１１の端部と、反射体１１３の端部との間に設定されてもよい。
【００５７】
　発光素子１１０では、比較的、透明電極１１１の端部で電界集中が生じやすいため、強
い発光をみせる異常発光が透明電極１１１の端部で発生しやすい。そのため、発光素子１
１０では、反射体１１３の平面領域を透明電極１１１の平面領域よりも小さくし、透明電
極１１１の端部で反射体１１３による光の反射が生じないようにすることで、発光領域Ｓ
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Ｅの外部領域での光取出し効率を低減している。これによれば、発光素子１１０は、透明
電極１１１の端部で生じる異常発光による影響を低減することができる。
【００５８】
　（２．２．第２の変形例）
　次に、図４を参照して、第２の変形例に係る発光素子１２０の構成について説明する。
図４は、第２の変形例に係る発光素子１２０の積層構造を模式的に示す断面図である。
【００５９】
　図４に示すように、第２の変形例に係る発光素子１２０は、絶縁層１２４と、絶縁層１
２４の上に設けられた反射体１２３と、絶縁層１２４および反射体１２３の上に設けられ
た透明電極１２１と、透明電極１２１の周囲に設けられた領域定義膜１２６と、透明電極
１２１および絶縁層１２４の上に設けられた有機発光層１２５と、有機発光層１２５の上
に設けられた対向電極１２２と、を備える。
【００６０】
　すなわち、第２の変形例に係る発光素子１２０は、図１Ａで示す発光素子１００に対し
て、反射体１２３が絶縁層１２４の上に設けられ、透明電極１２１が反射体１２３を覆う
ように形成される点が異なる。発光素子１２０では、図１Ａで示す発光素子１００に対し
て、より簡易に製造することが可能になる。なお、図４で示す各構成の材料は、図１Ａの
同名の各構成の材料と実質的に同様であるため、ここでの説明は省略する。
【００６１】
　発光素子１２０において、透明電極１２１は、反射体１２３を覆うように形成され、反
射体１２３が形成される平面領域よりも大きい平面領域に形成される。また、反射体１２
３は、領域定義膜１２６の開口端よりも内側の平面領域に形成される。なお、発光領域Ｓ

Ｅは、領域定義膜１２６にて開口が形成された平面領域に設定されてもよい。
【００６２】
　発光素子１２０では、比較的、発光領域ＳＥの外部領域において、領域定義膜１２６の
段差によって電界集中が生じやすく、電界集中による異常発光が生じやすい。そのため、
発光素子１２０では、反射体１２３の平面領域を透明電極１２１の平面領域よりも小さく
し、発光領域ＳＥの外部領域で反射体１２３による光の反射が生じないようにすることで
、発光領域ＳＥの外部領域での光取出し効率を低減している。これによれば、発光素子１
２０は、透明電極１２１の端部で生じる異常発光による影響を低減することができる。
【００６３】
　（２．３．第３の変形例）
　続いて、図５を参照して、第３の変形例に係る発光素子１３０の構成について説明する
。図５は、第３の変形例に係る発光素子１３０の積層構造を模式的に示す断面図である。
【００６４】
　図５に示すように、第３の変形例に係る発光素子１３０は、絶縁層１３４と、絶縁層１
３４の上に設けられた反射体１３３と、絶縁層１３４および反射体１３３の上に設けられ
た透明電極１３１と、透明電極１３１および絶縁層１３４の上に設けられた有機発光層１
３５と、有機発光層１３５の上に設けられた対向電極１３２と、を備える。
【００６５】
　すなわち、第３の変形例に係る発光素子１３０は、図４で示す発光素子１２０に対して
、領域定義膜１２６が設けられない点が異なる。発光素子１３０では、図４で示す発光素
子１２０に対して、有機発光層１３５をより屈曲なく形成することができるため、電界集
中による異常発光の発生をより抑制することができる。なお、図５で示す各構成の材料は
、図１Ａの同名の各構成の材料と実質的に同様であるため、ここでの説明は省略する。
【００６６】
　発光素子１３０において、透明電極１３１は、反射体１３３を覆うように形成され、反
射体１３３が形成される平面領域よりも大きい平面領域に形成される。なお、発光領域Ｓ

Ｅを規定する境界は、例えば、透明電極１３１の端部と、反射体１３３の端部との間に設
定されてもよい。
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【００６７】
　発光素子１３０では、比較的、透明電極１３１の端部で電界集中が生じやすいため、強
い発光をみせる異常発光が透明電極１３１の端部で発生しやすい。そのため、発光素子１
３０では、反射体１３３の平面領域を透明電極１３１の平面領域よりも小さくし、透明電
極１３１の端部で反射体１３３による光の反射が生じないようにすることで、発光領域Ｓ

Ｅの外部領域での光取出し効率を低減している。これによれば、発光素子１３０は、透明
電極１３１の端部で生じる異常発光による影響を低減することができる。
【００６８】
　＜３．発光素子の製造方法＞
　続いて、図６Ａ～６Ｅ、および図７Ａ～図７Ｄを参照して、本実施形態に係る発光素子
１００の製造方法について説明する。本実施形態に係る発光素子１００は、例えば、以下
のような第１または第２の製造方法によって製造することが可能である。
【００６９】
　（３．１．第１の製造方法）
　まず、図６Ａ～図６Ｅを参照して、本実施形態に係る発光素子１００の第１の製造方法
について説明する。図６Ａ～図６Ｅは、第１の製造方法の各工程を説明する模式的な断面
図である。
【００７０】
　まず、図６Ａに示すように、絶縁層１０４Ａの上に反射体１０３が形成され、反射体１
０３の上にストッパー膜１０７が形成される。
【００７１】
　具体的には、ＣＶＤ（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）法など
を用いて、シリコン（Ｓｉ）などの半導体基板の上に、ＳｉＯ２からなる絶縁層１０４Ａ
が形成される。続いて、スパッタ法などを用いて、絶縁層１０４Ａの上にアルミニウム（
Ａｌ）またはアルミニウム合金からなる反射体１０３がパターニングされて形成される。
その後、ＣＶＤ法などを用いて、反射体１０３の上にＳｉＮからなるストッパー膜１０７
がパターニングされて形成される。なお、ストッパー膜１０７は、後段の平坦化処理の際
に選択比を確保するための膜である。
【００７２】
　次に、図６Ｂに示すように、ＣＶＤ法などを用いて、反射体１０３およびストッパー膜
１０７からなる積層体を埋め込むように、ＳｉＯ２からなる絶縁層１０４Ｂがさらに成膜
される。
【００７３】
　続いて、図６Ｃに示すように、ＣＭＰ（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　Ｐ
ｏｌｉｓｈ）法などを用いて、絶縁層１０４が平坦化される。なお、絶縁層１０４の平坦
化は、ストッパー膜１０７が露出するまで行われる。ストッパー膜１０７は、絶縁層１０
４に対して、ＣＭＰ法による選択比を確保可能な材料で形成されているため、平坦化処理
の終点を容易に検出することが可能である。
【００７４】
　次に、図６Ｄに示すように、ウェットエッチングなどを用いて、ストッパー膜１０７が
除去されることで、反射体１０３が露出される。ストッパー膜１０７がＳｉＮである場合
、ストッパー膜１０７は、例えば、リン酸溶液を用いたウェットエッチングにて除去する
ことが可能である。
【００７５】
　続いて、図６Ｅに示すように、スパッタ法などを用いて、露出した反射体１０３の上に
、ＩＴＯまたはＩＺＯなどの透明導電性酸化物からなる透明電極１０１が形成される。そ
の後、ＣＶＤ法、スパッタ法、または蒸着法を用いて、透明電極１０１の上に、パターニ
ングされた領域定義膜１０６、有機発光層１０５、および対向電極１０２を順次成膜する
ことで、本実施形態に係る発光素子１００を製造することが可能である。
【００７６】
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　（３．２．第２の製造方法）
　次に、図７Ａ～図７Ｄを参照して、本実施形態に係る発光素子１００の第２の製造方法
について説明する。図７Ａ～図７Ｄは、第２の製造方法の各工程を説明する模式的な断面
図である。
【００７７】
　まず、図７Ａに示すように、絶縁層１０４に開口１０４Ｃが形成される。
【００７８】
　具体的には、ＣＶＤ法などを用いて、シリコン（Ｓｉ）などの半導体基板の上に、Ｓｉ
Ｏ２からなる絶縁層１０４が形成される。その後、ドライエッチングなどを用いて、絶縁
層１０４に開口１０４Ｃが形成される。絶縁層１０４がＳｉＯ２である場合、絶縁層１０
４は、フルオロメタンガスを用いることで、ドライエッチングすることが可能である。
【００７９】
　次に、図７Ｂに示すように、スパッタ法などを用いて、開口１０４Ｃを埋め込むように
、アルミニウム（Ａｌ）またはアルミニウム合金からなる反射体層１０３Ａが形成される
。
【００８０】
　続いて、図７Ｃに示すように、ＣＭＰ法などを用いて、反射体層１０３Ａが平坦化され
、反射体１０３が形成される。なお、反射体層１０３Ａの平坦化は、例えば、絶縁層１０
４が露出するまで行われる。
【００８１】
　次に、図７Ｄに示すように、スパッタ法などを用いて、平坦化した反射体１０３の上に
、ＩＴＯまたはＩＺＯなどの透明導電性酸化物からなる透明電極１０１が形成される。そ
の後、ＣＶＤ法、スパッタ法、または蒸着法を用いて、透明電極１０１の上に、パターニ
ングされた領域定義膜１０６、有機発光層１０５、および対向電極１０２を順次成膜する
ことで、本実施形態に係る発光素子１００を製造することが可能である。
【００８２】
　＜４．発光素子の適用例＞
　続いて、図８～図１１を参照して、本実施形態に係る発光素子１００の適用例について
説明する。図８～図１１は、本実施形態に係る発光素子１００が適用され得る表示装置ま
たは電子機器の一例を示す外観図である。
【００８３】
　例えば、本実施形態に係る発光素子１００は、スマートフォンなどの電子機器が備える
表示部の画素素子に適用することができる。具体的には、図８に示すように、スマートフ
ォン４００は、各種情報を表示する表示部４０１と、ユーザによる操作入力を受け付ける
ボタン等から構成される操作部４０３と、を備える。ここで、表示部４０１は、本実施形
態に係る発光素子１００を備える表示装置にて構成されてもよい。
【００８４】
　また、例えば、本実施形態に係る発光素子１００は、デジタルカメラなどの電子機器の
表示部の画素素子に適用することができる。具体的には、図９および図１０に示すように
、デジタルカメラ４１０は、本体部（カメラボディ）４１１と、交換式のレンズユニット
４１３と、撮影時にユーザによって把持されるグリップ部４１５と、各種情報を表示する
モニタ部４１７と、撮影時にユーザによって観察されるスルー画を表示するＥＶＦ（Ｅｌ
ｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｖｉｅｗ　Ｆｉｎｄｅｒ）４１９と、を備える。なお、図９は、デジ
タルカメラ４１０を前方（すなわち、被写体側）から眺めた外観を示し、図１０は、デジ
タルカメラ４１０を後方（すなわち、撮影者側）から眺めた外観を示す。ここで、モニタ
部４１７およびＥＶＦ４１９は、本実施形態に係る発光素子１００を備える表示装置にて
構成されてもよい。
【００８５】
　また、例えば、本実施形態に係る発光素子１００は、ＨＭＤ（Ｈｅａｄ　Ｍｏｕｎｔｅ
ｄ　Ｄｉｓｐｌａｙ）などの電子機器の表示部の画素素子に適用することができる。具体
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的には、図１１に示すように、ＨＭＤ４２０は、各種情報を表示する眼鏡型の表示部４２
１と、装着時にユーザの耳に掛止される耳掛け部４２３と、を備える。ここで、表示部４
２１は、本実施形態に係る発光素子１００を備える表示装置にて構成されてもよい。
【００８６】
　なお、本実施形態に係る発光素子１００が適用され得る電子機器は、上記例示に限定さ
れない。本実施形態に係る発光素子１００は、外部から入力された画像信号、または内部
で生成された画像信号に基づいて表示を行うあらゆる分野の電子機器の表示部に適用する
ことが可能である。このような電子機器としては、例えば、テレビジョン装置、電子ブッ
ク、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）、ノート型パー
ソナルコンピュータ、ビデオカメラ、またはゲーム機器等を例示することができる。
【００８７】
　以上、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
開示の技術的範囲はかかる例に限定されない。本開示の技術分野における通常の知識を有
する者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更
例または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本開示の技
術的範囲に属するものと了解される。
【００８８】
　以上では、本開示の一実施形態として、有機ＥＬ素子を発光素子に用いた表示装置、お
よび電子機器について説明したが、本開示はかかる例に限定されない。本開示の対象とな
る表示装置は、液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイ、および電子ペーパー等、画像
表示を実現し得る表示装置であれば、いかなる表示装置であってよい。これらの他の表示
装置においても、反射体を透明電極よりも小さい平面領域に形成することで、上述した実
施形態と同様に、異常発光等による発光素子の色度点への影響を低減する効果を得ること
が可能である。
【００８９】
　ここで、発光素子とは、表示装置の各画素において、外部に向かって発光する部位のこ
とである。例えば、上記実施形態で説明した表示装置であれば、発光素子は、透明電極お
よび対向電極で挟持された有機発光層（すなわち、有機ＥＬ素子）に対応する。また、液
晶ディスプレイであれば、発光素子は、バックライトを備えた液晶パネルのうちの１つの
画素に対応する。さらに、プラズマディスプレイであれば、発光素子は、プラズマディス
プレイパネルのうち１つの放電セルに対応する。
【００９０】
　また、本明細書に記載された効果は、あくまで説明的または例示的なものであって限定
的ではない。つまり、本開示に係る技術は、上記の効果とともに、または上記の効果に代
えて、本明細書の記載から当業者には明らかな他の効果を奏しうる。
【００９１】
　なお、以下のような構成も本開示の技術的範囲に属する。
（１）
　平面上に設けられた発光領域と、
　前記発光領域よりも大きく、前記発光領域を内部に含む平面領域に形成された透明電極
と、
　前記透明電極の下に設けられ、前記発光領域の内部の平面領域に形成された反射体と、
　前記透明電極の上に設けられ、前記発光領域の外部まで延伸して形成された有機発光層
と、
　前記有機発光層の上に設けられ、前記発光領域の外部まで延伸して形成された対向電極
と、
を備える、発光素子。
（２）
　前記透明電極は、絶縁層の上に平坦形状で設けられる、前記（１）に記載の発光素子。
（３）



(15) JP WO2018/173465 A1 2018.9.27

10

20

30

40

　前記反射体は、前記絶縁層に埋め込まれて設けられる、前記（２）に記載の発光素子。
（４）
　前記透明電極の周囲には、絶縁材料で形成された領域定義膜が設けられ、前記領域定義
膜には、前記発光領域に対応する領域に開口が設けられる、前記（１）～（３）のいずれ
か一項に記載の発光素子。
（５）
　前記領域定義膜は、前記透明電極の一部上に重なるように設けられる、前記（４）に記
載の発光素子。
（６）
　前記有機発光層、および前記対向電極は、前記領域定義膜の上に延伸して設けられる、
前記（４）または（５）に記載の発光素子。
（７）
　前記領域定義膜の開口端は、前記反射体が設けられた平面領域の外部に設けられる、前
記（４）～（６）のいずれか一項に記載の発光素子。
（８）
　前記反射体は、金属材料にて形成される、前記（１）～（７）のいずれか一項に記載の
発光素子。
（９）
　前記透明電極は、透明導電性酸化物にて形成される、前記（１）前記（１）～（８）の
いずれか一項に記載の発光素子。
（１０）
　平面上に互いに離隔して設けられた複数の発光領域と、前記発光領域の各々よりも大き
く、前記発光領域の各々を内部に含む平面領域に形成された透明電極と、前記透明電極の
下に設けられ、前記発光領域の各々の内部の平面領域に形成された反射体と、前記透明電
極の上に設けられ、隣接する前記発光領域まで延伸して形成された有機発光層と、前記有
機発光層の上に設けられ、隣接する前記発光領域まで延伸して形成された対向電極と、を
備え、前記平面上にアレイ状に配列された複数の発光素子と、
　前記複数の発光素子の発光を制御する制御部と、
を備える、表示装置。
（１１）
　平面上に互いに離隔して設けられた複数の発光領域と、前記発光領域の各々よりも大き
く、前記発光領域の各々を内部に含む平面領域に形成された透明電極と、前記透明電極の
下に設けられ、前記発光領域の各々の内部の平面領域に形成された反射体と、前記透明電
極の上に設けられ、隣接する前記発光領域まで延伸して形成された有機発光層と、前記有
機発光層の上に設けられ、隣接する前記発光領域まで延伸して形成された対向電極と、を
備え、前記平面上にアレイ状に配列された複数の発光素子と、
　前記複数の発光素子の発光を制御する制御部と、
を備える、電子機器。
【符号の説明】
【００９２】
　１００、１１０、１２０、１３０　　発光素子
　１０１、１１１、１２１、１３１　　透明電極
　１０２、１１２、１２２、１３２　　対向電極
　１０３、１１３、１２３、１３３　　反射体
　１０４、１１４、１２４、１３４　　絶縁層
　１０５、１１５、１２５、１３５　　有機発光層
　１０６、１２６　　領域定義膜
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